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Introducao

Ha muitos anos as indlstrias téxteis vém
enfrentando grandes desafios no tratamento e
purificacdo dos efluentes formados em sua maioria
por azocorantes. Os métodos convencionais como
precipitacdo, sorcdo, osmose reversa, etc. ! nao se
tém mostrado eficientes para reduzir os impactos
ambientais. Desta forma, os processos de oxidacao
avancados (POA), caracterizado pela geracdo do
radical hidroxila, tém sido amplamente estudados
como alternativas para amenizar este problema. Um
destes procedimentos ocorre por fotocatalise
heterogénea, mediada por semicondutores do tipo n
como ZnO. Neste processo a absorcéo de radiacdo
pelo semicondutor promove o elétron de valéncia a
banda de conducdo formando o éxciton que, por
sua vez interage com a agua. Z Por outro lado, a
eficiéncia do processo fotocatalitico pode ser
comprometida pela recombinacgéo das cargas do par
elétron-lacuna. Uma das formas de evita-la seria
pela interacdo entre semicondutores dos tipos n e p.
O presente trabalho teve como objetivo preparar e
caracterizar uma mistura entre 6xido de zinco (tipo
n) e oxido de cobre (tipo p) assim como determinar
sua atividade fotocatalitica na degradacao do tetra-
azo corante direct red 80, DR80.

Resultados e Discussao

Semicondutores contendo 1, 3 e 5 % de CuO em
ZnO foram preparados por maceragao e tratamento
térmico (300 °C) por 5 h. * O elevado grau de
cristalinidade bem como a presenca de CuO foram
constatados, usando-se a difracdo de raios-X (DRX)
como apresentado na Figura 1.
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Figura 1. Difratograma de ZnO (i), CuO (ii) CuO a
300°C (iii), ZnOCuO 1% (iv), ZnOCuO 3% (v) e
ZnOCuO 5% (vi).
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A interface entre os Oxidos foi observada por
microscopia eletrbnica de varredura (MEV) acoplada
a espectrometria por energia dispersiva (EDS) é
mostrada na Figura 2.

Figura 2. Imagem de MEV de ZnO/CuO 1% (a).
Mapeamento de EDS para O (b), Cu (c) e Zn (d).

As energias de band gap do éxido de cobre igual a
1,38 eV, do 6xido de zinco e dos 6xidos preparados
equivalentes a 3,26 eV foram determinadas por
meio da espectroscopia de reflectancia difusa. As
purezas de 100% dos Oxidos precursores e de 0,8;
2,2 e 3,8% nas diferentes propor¢bes de CuO na
mistura foram determinadas por espectroscopia de
fluorescéncia de raios-x por dispersdo de energia
(EDX-RF). A irradiagdo da suspensédo formada por
DR80 8,0x10° mol L™ e 1,5 g L™ de semicondutor
foi realizada em condicbes de pseudoprimeira
ordem a 30 °C. As constantes de velocidade de
descoloragdo, kqs, do azocorante foram iguais a
5,45x107 min™ em meio de ZnO e respectivamente
iguais a 6,40x10% 4,73x107 e 3,65x10° min* as
misturas contendo 1, 3 e 5 % de CuO.

Conclusodes

O semicondutor preparado com 1% de Cu em ZnO
apresentou kqps para DR80 de 6,40x107 min™, ou
seja, 18% maior em relacdo ao ZnO (5,45x107 min’
1, indicando aumento na atividade fotocatalitica.
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